S-81.3120 Tehoelektroniikan komponentit J. Niiranen 1
Tentti 12.3.2009, kello 9 ... 12, sali S3

Papereihin Tentissi sallitut apuvilineet
- sukunimi ja etunimet - kynit, kumit jne.
- opiskelijanumero - taskulaskin
- koulutusohjelma. - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Selvitd lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), mit4 seuraavilla termeilld tarkoitetaan
- neutroniséteilytys

- muutosldmpdvastus

- schottky-diodi

- prospektiivinen oikosulkuvirta

- PTC vastus.

Esittele IGBT:n rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet.

Esittele syyt puolijohdetehokomponenttien suojaukseen. Esitele myds lyhyesti kiytettyjd suo-
jausmenetelmii.

Kolmea tyristori/diodi -moduulia SKKH 42/16E (datalehti oheisena) kiytetdsin allaolevasaa
kolmivaiheisessa tasasuuntaajasillassa. Mikd on moduulien yhteisen jadhdytyselementin
limpdvastuksen Rugs-a) Oltava, jotta silta kykenisi sySttiméin 80 A tasavirran jédhdytysilman
lampétilan ollessa 65 °C?
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Erddn hakkuriteholdhteen tasavirran suodatukseen kéytetdin ferriittisydimisti kuristinta, joka on
kaamitty kiertdmailld 8 kierrosta 30 mm levyisti ja 0,5 mm paksuista kuparifoliota kdsmirungon
ympdri. Kuparifolioon on teipattu toiselle puolelle eristeeksi 0,2 mm paksu muovikalvo. Kéimi-
rungon halkaisija on 40 mm ja leveys 38 mm. Kuristimen virta on oheisen kuvan mukainen.
Laske kdimin hidvidteho. Huom! Mitoituksessa tarvittavia kiyrid ym. on tehtdvipaperin sivulla
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| Applications
tor controf

€ motor soft starters

rature control

¥ Professional light dimming
lios; theaters)

& 1) See the assembly instructions

s

Vasm Varm, Vorw | lams = 75 A (maximum value for continuous operation)
\Y% \" {tav = 40 A (sin. 180; T; = 85 °C)

900 800 SKKT 42/08E SKKT 42B08SE SKKH 42/08E
1300 1200 SKKT 42/12E SKKT 42B12E SKKH 42/12E 'r
1500 1400 SKKT 42/14E SKKT 42B14E SKKH 42/14E |

| 1700 1600 SKKT 42/16E SKKT 42B16E SKKH 42/16E
L_1 900 1800 SKKT 42/18E SKKT 42B18E SKKH 42/18E |
Symbol E Conditions Values |Units
Irav | sin. 180; T, = 85 (100) °C 40 (28) A
Ip | P3/180; Ta = 45 °C; B2/ B6 50/60 A
P3/180F; T, = 35°C; B2 /B6 85/110 A
lams P3/180F; T, =35°C; W1 /W3 110/3*85 A
lrsm Ty= 25°C; 10 ms 1000 A
Tyj= 125°C; 10ms 850 A
izt Ty=25°C;8,3..10ms | 5000 A3s
T,j= 125°C; 8,3 ... 10 ms | 3600 Az
Vr Tyj= 25°C; Ir=200 A max. 1,95 \
Vrro) Tyj= 125°C 1 \
rr Tyi= 126 °C 4.5 m&
Ipo; Iro ij = 125 °C; VRD = VRRM'. Vpp = VDHM max. 15 mA
tga Ty= 25°C; lg=1A; dig/dt = 1 A/us 1 us
tor Vp = 0,67 * Vprm 2 us
(didt)e |Tyj=125°C max. 150 Alus
(dv/dt) |Tyj=125°C max. 1000 | V/us
tq Ty= 125°C 80 ps
In Ty = 25 °C; typ. / max. 150/ 250 mA
I Ty = 25°C; Rg =33 Q; typ. / max. 300/ 600 mA
VGT Tvi = 25 °C; d.c. min. 3 \Y)
laT Ty= 25°C; d.c. min. 150 mA
Vap Ty= 125°C;d.c. max. 0,25 \
lao Ty= 125°C; d.c. max. 6 mA
Rihg-c) cont.; per thyristor / per module 0,65/0,33 | KW
Ring-c) sin. 180; per thyristor / per module 0,69/0,35 | K/W
Ring-c) rec. 120; per thyristor / per module 0,73/0,37 KW
Rine-s) per thyristor / per module 0,2/0,1 KW
Ty -40..+125| °C
Tsig -40..+125| °C
Visol a.c. 50 Hz; rm.s; 1s/1 min. 3600/3000 | V-~
Ms to heatsink 5+15%" Nm
M, to terminals 3+x15% Nm
a 5*9,81 m/s?
m approx. 95 g
Case SKKT A 46
SKKT ...B A 48
SKKH A 47
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Fig. 1L Power dissipation per thyristor vs. on-state
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Fig. 2L Power dissipation per module vs. rms current
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Fig. 1R Power dissipation per thyristor vs. ambient
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Fig. 4R Power dissipation of three modules vs. case

State characteristics
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Fig. 8 Surge overload current vs. time
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Fig. 9 Gate trigger characteristics

Dimensions in mm
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This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. No warranty or guaranteé expresss
implied is made regarding delivery, performance or suitability.
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